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EJERCICIO 1 (3 puntos)

Dado el siguiente circuito basado en un diodo y un zener.

R=300Q,11 =10 mA

R

Tome los siguientes datos para los diodos:
e Parael diodo: _H‘ M
Tensioén en directa Vy, = 0.6 V +
Intensidad maxima en directa 100mA |1 (,D
e Parael zener: Vi () R
Tension en directaVy, = 0.8V
Tension en ruptura |V, =12V

Intensidad maxima en directa 100 mA L

Potencia maxima 600 mW -

Calcule:

a) La tension de salida Vo en funcion de Vi para cada una de las regiones de
funcionamiento de los diodos. Indique el valor Vi limite para cada regiéon de
funcionamiento del circuito. (2 puntos)

b) La Vi maxima para que no se sobrepase los limites de funcionamiento de los diodos.
(1 punto)

CUESTION 1 (2 puntos)

Sea un bloque de un material semiconductor base de Germanio. Calcule la concentracién de
portadores, la posicion del nivel de Fermi y la conductividad a temperatura ambiente (300 K):
a) Para el caso intrinseco.
b) Con un dopaje homogéneo de impurezas donadoras Np = 1016 cm-3.

Al bloque ya dopado con impurezas donadoras del apartado b), se le incluye ademas un dopaje
con impurezas aceptadoras:
c) ¢Qué dopaje minimo de Na haria que la conductividad dependa de la temperatura?

Considere que la conductividad de un semiconductor es independiente de la
temperatura si:
Portadores mayoritarios > 10 n;

d) Calcule la conductividad para el caso con ambas impurezas a una temperatura de T =
400 K.

e) Calcule la conductividad para el caso con ambas impurezas a temperatura ambiente
(300K) si se ilumina el semiconductor hasta que se duplica el nimero de electrones.

Datos:

N¢ = 1.02 x 101 cm=3, Ny = 5.64 x 108 cm3, Eg = 0.67 eV, pn = 3900 cm?/(Vs), pp = 1820
cm?/(Vs)

Nota: Considerar que estos datos no dependen de la temperatura

q=1610"1C k=86.2x10°%eV/K

Vo
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EJERCICIO 2 (5 puntos)

Sea el siguiente circuito basado en dos transistores NPN y un diodo:

b)

c)
d)

t Rs

T4

Vec =15V, Vi fuente de tensién alterna
R1=2500Q,R2=7500Q,R3=2,4kQ, R4 =600 Q, R. = 1,2 k)
NPN: Vgg = 0.7 V si la unién BE esta en directa, § = 250
Diodo: Vy = 0.7 V, intensidad maxima en directa 100 mA

Justifique porqué los transistores no pueden operar en saturacion independientemente
del valor de las resistencias. (0.5 puntos)
Calcule el punto de polarizacién. Si desea despreciar la corriente de base, justifique
porqué se puede hacer la aproximacion. (1.5 puntos)
Represente el modelo de pequeiia sefial del circuito. (0.5 puntos)
Calcule: (1.5 puntos)

i.  Laganancia en tension Vo/V;

ii. Laresistencia de salida

I
=L =£ Vy = 25.8mV

m_VT i Im

Calcule la amplitud maxima de la tension de salida Vo debida a la limitacién de la
amplitud de la tensién base-emisor: (1 punto)

Vpe < 10mMmV




